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Szeregowy, kompensacyjny stabilizator napiecia,
z pojedynczym tranzystorem jako elementem poréwnujacym
1 wzmacniaczem btedu

Przedmiotem wynalazku jest szeregowy, kompensacyjny stabilizator napigcia stalego, z
pojedynczym tranzystorem jako elementem porownujacym i wzmacniaczem bledu, zasilany jedno-
biegunowym napigciem niestabilizowanym, szczegdlnie z regulacja napigcia wyj$ciowego przy
pomocy cechowanego dzielnika rezystancyjnego.

Znane s3 stabilizatory tego typu z pojedynczym tranzystorem wzmacniajacym, najczesciej
stosowane, ze wzgledu na prostote budowy i niski stosunkowo koszt, w urzadzeniach powszech-
nego uzytku, gdzie wymagane s3 niezbyt ostre parametry. Jednym z ich gtownych mankamentéw
jest duza niestabilno$¢ w funkcji temperatury, spowodowana gléwnie, poza niestabilnoécig Zrodta
napigcia odniesienia, ujemnym wspotczynnikiem temperaturowym zlgcza baza-emiter tranzystora
wzmacniajgcego. Celem kompensacji termicznej stosuje si¢ najczgSciej wlaczanie w szereg ze
stabilitronem lub dzielnikiem napigcia wyjSciowego, jednej lub wigcej diod. Metoda ta jednak nie
daje odpowiednich wynikéw w wypadku stabilizatora o napigciu wyjéciowym regulowanym w
szerokich granicach, szczegdlnie gdy regulacja rozpoczyna si¢ od niskich wartoéci (n.p. od 1,5V)i
stabilitron posiada ujemny wspétczynnik temperaturowy, dodajacy si¢ do ujemnego wspotczyn-
nika temp. tranzystora wzmacniajacego. Poza niestabilno$cia napigcia wyjSciowego w funkcji
temperatury otoczenia, zasilacz regulowany ma jeszcze inny mankament: bfad ustawienia napigcia
za pomocg cechowanego dzielnika oporowego. Blad ten powodowany jest wzrostem mocy tracone;j
w tranzystorze wzmacniajgcym, w miar¢ wzrostu napigcia wyjsciowego {a wigc i napigcia kolektor-
emiter tego tranzystora). Ten wzrost mocy powoduje powig¢kszanie temperatury ztgcza tranzy-
stora, a tym samym zmniejszanie napig¢cia baza-emiter. Efektem tego jest ustalanie si¢ na wyj$ciu
stabilizatora napig¢¢ ze wzrastajacg ujemng odchytka w stosunku do wartosci wynikajacych z
konstrukcji dzielnika oporowego.

Istota rozwigzania polega na zastosowaniu termlstora o ujemnym wspOtczynniku temperatu-
rowym, znajdujacego si¢ w kontakcie termicznym z tranzystorem wzmacniajacym, a wlaczonego
{wraz z rezystorami wyréwnujacymi) w galaz baza-emiter tranzystora dzialajacego jako stabilitron
0 napigciu odniesienia ustawianym wstgpnie rezystorem nastawnym, znajdujacym si¢ w galezi
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baza-kolektor. Stabilitron przylaczony jest pomig¢dzy emiter tranzystora wzmacniajacego a
wspdlny dla catego uktadu, minus. '

Zaletg rozwigzania jest kompensacja termiczna zardwno zmian sumy napi¢¢: stabilitronu oraz
napigcia emiter-baza tranzystora wzmacniajacego, jak tez cz¢Sciowa kompensacja btgdu ustawie-
nia napigcia wyjsciowego, dzi¢ki realizacji uktadu napigcia odniesienia o dodatnim wspétczynniku
temperaturowym, reagujacego na zmiany zardwno tempertury otoczenia jak i temperatury obu-
dowy tranzystora wzmacniajacego.

Przedmiot rozwigzania jest uwidoczniony w przyktadzie wykonania na rysunku, ktdry przed-
stawia uproszczony schemat ideowy stabilizatora.

Jak pokazano na rysunku, cmiter tranzystora T1, petniacego funkcjg¢ stabilitronu, potagczony
jest ze wspolnym minusem. Pomigdzy baza T1 a emiterem wlaczony jest rezystor R1iréwnolegle do
niego szeregowe polaczenie termistora Th z rezystorem R2. Termistor Th jest w kontakcie termi-
cznym z tranzystorem wzmacniajacym T2. Pomi¢dzy baza a kolektorem tranzystora T1 wlaczony
jest rezystor nastawny Rv. Kolektor tranzystora T1 polaczony jest z emiterem tranzystora T2.
Pomigdzy baza T2 a wspSlnym minusem wiaczony jest rezystor R3,a pomigdzy baza T2 a dodatnim
zaciskiem wyjSciowym znajduje si¢ tancuch szeregowo potaczonych rezystoréw R4-13, ktére moga
by¢ kolejno zwierane przez suwak przetacznika P dotaczony do wyjsciowego zacisku dodatniego.
Kolektor tranzystora T2 polaczony jest ze Zrodlem pradowym Z, zasilanym z dodatniego zacisku
wejsciowego oraz z baza szeregowego tranzystora wykonawczego T3.

Dziatanie stabilizatora polega na porownywaniu sumy napi¢é: napigcia odniesienia stabili-
tronu oraz napigcia emiter-baza tranzystora wzmacniajacego T2 z napigciem na rezystorze R3,
ktore jest czgScia napigcia wyjSciowego. Réznica tych dwu napigé jest napigcie bledu, wzmacniane
przez T2 i podawane w odwroconej fazie na bazg tranzystora szeregowego T3. Napigcie odniesienia
na T1 zalezy od stosunku rezystancji Rv do wypadkowej rezystancji Th wraz z R2 i R1. Dzi¢ki
ujemnemu wspolczynnikowi temperaturowemu Th stabilitron posiada w efekcie (pomimo uje-
mnego wspoétczynnika temperaturowego zlacza emiter-baza T1) dodatni wspoétczynnik temperatu-
rowy, tak dobrany, by kompensowal ujemny wspétczynnik ztacza emiter-baza T2, zaré6wno przy
zmianach temperatury zewngtrznej, oddziatujacej na T1 i T2, jak tez, dzigki kontaktowi termi-
cznemu Th z T2, dodatkowo przy zmianach temperatury samego T2, na skutek przelaczenia
napigcia wyjSciowego na inng wartosc.

Zastrzezenie patentowe

Szeregowy, kompensacyjny stabilizator napigcia statego, z pojedynczym tranzystorem jako
elementem poréwnujacym i wzmacniaczem bledu, zasilany jednobiegunowym napigciem niestabi-
lizowanym, szczegélnie z regulacja napigcia wyjsciowego przy pomocy cechowanego dzielnika
rezystancyjnego, znamienny tym, zZe pomig¢dzy emiter tranzystora wzmacniajacego (T2) a wspSlny
minus ukladu wlaczony jest stabilitron w postaci tranzystora (T1), ktorego kolektor potaczony jest
z emiterem tranzystora (T2), a emiter ze wspdlnym minusem, za$ jego napiecie odniesienia ustalane
w zaleznosci od stosunku rezystancji pomigdzy kolektorem i baza, reprezentowanej przez rezystor
nastawny (Rv), do rezystancji pomigdzy baza a emiterem, sktadajacy sig¢ z r6wnolegle potaczonych
rezystora (R1) oraz rezystora (R2) wraz z szeregowo polaczonym z nim termistorem (Th) o
ujemnym wspolczynniku temperaturowym, znajdujacym si¢ w kontakcie termicznym z tranzysto-
rem (T2).
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